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Depuis quelques années, le monde a connu une véritable explosion numérique, générant
une quantité phénoménale de données a stocker. Pour répondre a cette demande, de
nombreuses solutions sous la forme de mémoires dites RAM (Random Access Memory) ont
été développées. Les mémoires résistives utilisant des oxydes (OXRRAM) comme éléments
de commutation sont considérées comme l'un des candidats les plus prometteurs pour le
remplacement de la technologie FLASH (technologie standard en rupture a cause des
difficultés pour réduire la taille) dans la prochaine génération de mémoire. Elles possedent
un intérét potentiel di a leur densité d'intégration élevée, leur faible consommation
d'énergie et leur haute vitesse de fonctionnement. Cependant, la compréhension des
mécanismes physiques mis en jeu (formation / dissolution d'un filament conducteur de taille
nanométrique) est encore trés débattue. Nous proposons une méthodologie pour essayer
de comprendre le mécanisme de commutation en étudiant le nano-filament par microscopie
électronique en transmission.



